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CCDバイアス用の昇圧/反転
DC/DCコンバータ
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リチウムイオン電池を使ったCCDバイアス用電源

特長
■ リチウムイオン電池から15V/20mA、－8V/50mAを発
生

■ ショットキー・ダイオードを内蔵
■ VIN範囲：2.2V～16V
■ 出力電圧：最大±34V
■ コンデンサで設定可能なソフトスタート
■ シーケンス制御：正出力が最終値の88%に達してから
負出力が起動開始

■ 1本の抵抗だけで出力電圧を設定
■ 固定スイッチング周波数により低ノイズ出力を実現
■ 10ピン（3mm×3mm）DFNパッケージで供給

アプリケーション
■ CCDのバイアス
■ TFT LCDのバイアス
■ OLEDのバイアス
■ オペアンプ用に正負の電源電圧を発生
、LTC、LTはリニアテクノロジー社の登録商標です。

概要

LT®3472デュアルチャネル・スイッチング・レギュ
レータはCCD撮像素子をバイアスする正負の出力を
発生します。このデバイスはリチウムイオン電池から
－8V/50mAおよび15V/20mAを供給するので、多くの普
及しているCCD撮像素子をバイアスすることができま
す。LT3472は1.1MHzでスイッチングしますので、小型
で高さの低いコンデンサとインダクタを使用し、フィル
タ処理しやすい低ノイズの出力を発生します。ショット
キー・ダイオードは内蔵されており、出力電圧はチャネ
ル当たり1本の抵抗で設定されますので、外付け部品点
数が少なくてすみます。全体のソリューションは高さが
1mm以下で、ちょうど50mm2に収まります。

内部のシーケンス制御回路により、正チャネルがその最
終値の88%に達するまで負チャネルはディスエーブルさ
れますので、2つの出力の和は常に正になります。各出
力に異なるソフトスタート・コンデンサを使うと、各出
力のランプアップを個別に制御することができます。

LT3472は高さの低い（0.75mm）10ピン（3mm×3mm）DFN
パッケージで供給されます。

標準的応用例
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ORDER PART
NUMBER

DFN PART
MARKING

TJMAX = 125°C, θJA = 43°C/W, θJC = 3°C/W
EXPOSED PAD IS GND (PIN 11)
MUST BE SOLDERED TO PCB

LBGC

LT3472EDD

PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

Minimum Operation Voltage 2.2 V

Maximum Operation Voltage 16 V

Supply Current SHDN = 3V, Not Switching 2.8 mA
SHDN = 0V 0.1 1 µA

SHDN Voltage High ● 0.8 V

SHDN Voltage Low ● 0.3 V

SHDN Pin Bias Current SHDN = 3V 35 µA

Positive Feedback Voltage ● 1.2 1.25 1.3 V

Negative Feedback Voltage ● –5 0 5 mV

Positive Feedback Voltage Line Regulation 0.01 %/V

Negative Feedback Voltage Line Regulation 0.008 mV/V

FBP Current FBP = VFBP ● 24.5 25 25.3 µA

FBN Current FBN = VFBN ● 24.5 25 25.3 µA

FBP to Start Negative Channel 1.02 1.1 1.18 V

Switching Frequency 0.9 1.1 1.4 MHz

Maximum Duty Cycle (Both Channels) ● 88 92 %

Positive Channel Switch Current Limit ● 250 350 mA

Negative Channel Switch Current Limit ● 300 400 mA

Positive Channel Switch VCESAT ISWP = 200mA 245 mV

Negative Channel Switch VCESAT ISWN = 200mA 400 mV

Switch Leakage Current (Both Channels) VSW = 5V 0.01 5 µA

Schottky DP Forward Drop IDP = 150mA 700 950 mV

Schottky DN Forward Drop IDN = 150mA 750 1000 mV

Schottky Leakage Current (Both Channels) VR = 36V 4 µA

より広い動作温度範囲で規定されるデバイスについては、弊社へお問い合わせ
ください。

TOP VIEW

DD PACKAGE
10-LEAD (3mm × 3mm) PLASTIC DFN
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絶対最大定格
(Note 1)

VIN、SHDNの各電圧 ................................................. 16V
SWP、SWN、VPOSの各電圧 .................................... 36V
DN電圧.................................................................. －36V
FBP、FBN、SSP、SSNの各電圧 ............................ 10V
最大接合部温度 ...................................................... 125℃
動作温度範囲
　拡張コマーシャル.................................. －40℃～85℃
保存温度範囲 .......................................... －65℃～125℃

パッケージ/発注情報

電気的特性
●は全動作温度範囲の規格値を意味する。それ以外はTA＝25℃での値。注記がない限り、VIN = 3V、SHDN = 3V。

Note 1: 絶対最大定格はそれを超えるとデバイスの寿命に影響を及ぼす値。

Note 2: LT3472Eは0℃～70℃の温度範囲で性能仕様に適合することが保証され

ている。－40℃～85℃の動作範囲での仕様は設計、特性評価および統計学的な
プロセス・コントロールとの相関で確認されている。



LT3472

3
3472f

26.0

25.5

25.0

24.5

24.0

SHDN VOLTAGE (V)
0

SH
DN

 C
UR

RE
NT

 (µ
A)

300

250

200

150

100

50

0
5 10 15 20

3472 G07

TEMPERATURE (°C)
–50

QU
IE

SC
EN

T 
CU

RR
EN

T 
(m

A)

3.1

3.0

2.9

2.8

2.7

2.6

2.5
0 50 100 –50 0 50 100 –50 0 50 100

3472 G01

TEMPERATURE (°C)

1.13

1.12

1.11

1.10

1.09

1.08

1.07

1.06

1.05

3472 G02

VF
B1

 (V
)

TEMPERATURE (°C)

FB
P 

VO
LT

AG
E 

(V
)

3472 G03

1.30

1.28

1.26

1.24

1.22

1.20

TEMPERATURE (°C)
–50 0 50 100 –50 0 50 100 –50 0 50 100

3472 G04

TEMPERATURE (°C)
3472 G05

TEMPERATURE (°C)
3472 G06

FB
N 

VO
LT

AG
E 

(m
V)

10

5

0

–5

–10

FB
P 

BI
AS

 C
UR

RE
NT

 (µ
A)

26.0

25.5

25.0

24.5

24.0

FB
N 

BI
AS

 C
UR

RE
NT

 (µ
A)

SWITCH CURRENT (mA)
0

PO
SI

TI
VE

 S
W

IT
CH

 S
AT

UR
AT

IO
N 

VO
LT

AG
E 

(m
V) 350

300

250

200

150

100

50

0
50 100 150 200

3472 G08

300250

90°C

25°C

–45°C

消費電流
インバータをイネーブルする最
小FBP電圧

FBN電圧 FBPバイアス電流 FBNバイアス電流

SHDNピンのバイアス電流 正チャネル・スイッチのVCESAT

FBP電圧
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負チャネル・スイッチのVCESAT
正チャネルのショットキー・ダ
イオードのI-V特性

負チャネルのショットキー・ダ
イオードのI-V特性

SCHOTTKY FORWARD DROP (V)
0

PO
SI

TI
VE

 S
CH

OT
TK

Y 
FO

RW
AR

D 
CU

RR
EN

T 
(m

A)

0.6 1.0

  3472 G09

0.2 0.4 0.8

400

350

300

250

200

150

100

50

0

SWITCH CURRENT (mA)
0

NE
GA

TI
VE

 S
W

IT
CH

 S
AT

UR
AT

IO
N 

VO
LT

AG
E 

(m
V) 600

500

400

300

200

100

0
50 100 150 200

 3472 G10

250
SCHOTTKY FORWARD DROP (V)

0

350

300

250

200

150

100

50

0
0.6

 3472 G11

0.2 0.4 0.8 1.0

NE
GA

TI
VE

 S
CH

OT
TK

Y 
FO

RW
AR

D 
CU

RR
EN

T 
(m

A)

90°C90°C
25°C

25°C

–45°C

–45°C 90°C

25°C

–45°C

標準的性能特性



LT3472

5
3472f

図1．LT3472のブロック図
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1.25V

ピン機能

SWP (ピン1)：正（昇圧）チャネルのスイッチ・ピン。昇
圧インダクタをここに接続します。

VIN (ピン2)：入力電源ピン。X5RまたはX7Rのタイプの
セラミック・コンデンサを使ってローカルにバイパスし
ます。

SHDN (ピン3)：シャットダウン・ピン。デバイスをイ
ネーブルするには0.8V以上に接続します。デバイスを
ディスエーブルするには0.3V以下に接続します。

SWN (ピン4)：負（反転）チャネルのスイッチ・ピン。イ
ンバータ入力のインダクタとフライング・コンデンサを
ここに接続します。

DN (ピン5)：インバータ用の内蔵ショットキー・ダイ
オードのアノード。インバータ出力のインダクタとフラ
イング・コンデンサをここに接続します。

FBN (ピン6)：インバータ用帰還ピン。このピンからVO2
に帰還抵抗R2を接続します。VO2 = 1.25 • R2/50kに従って
R2を選択します。安定化された状態ではピン電圧は0V
になります。

SSN (ピン7)：インバータのソフトスタート・ピン。ソ
フトスタートさせるにはコンデンサをここに接続しま
す。クイックスタートさせるには開放したままにしま
す。このピンは内部で50k抵抗を介して1.25Vに接続され
ています。

FBP (ピン8)：昇圧用帰還ピン。このピンからVO1に昇圧
用帰還抵抗R1を接続します。VO1 = 1.25 • R1/50kに従って
R1を選択します。安定化された状態ではピン電圧は
1.25Vになります。

SSP (ピン9)：昇圧用ソフトスタート・ピン。ソフトス
タートさせるにはコンデンサをここに接続します。クイッ
クスタートさせるには開放したままにします。このピン
は内部で50k抵抗を介して1.25Vに接続されています。

VPOS (ピン10)：昇圧用出力ピン。昇圧用出力コンデン
サをここに接続します。

GND (露出パッド) (ピン11)：GNDピン。最適熱特性を
得るには、パッケージの下の複数のビアを通してグラン
ドに直接接続します。

ブロック図
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図3．異なったインダクタの効率の比較
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図2．スイッチング波形

アプリケーション情報

動作
LT3472は固定周波数の電流モード制御方式を使って、
すぐれたライン・レギュレーションとロード・レギュ
レーションを実現します。図1のブロック図を参照する
と動作をよく理解できます。発振器の各サイクルの開始
点で、SRラッチX1がセットされ、パワー・スイッチQ1
をオンします。スイッチ電流に比例した電圧が安定化ラ
ンプに加算され、その和がPWMコンパレータA2のプラ
ス端子に与えられます。この電圧がA2のマイナス入力
のレベルを超すと、SRラッチX1がリセットされ、パ
ワー・スイッチQ1をオフします。A2のマイナス入力の
レベルは誤差アンプA1によって設定され、帰還電圧と
1.25Vのリファレンス電圧の差を単に増幅したもので
す。このようにして、誤差アンプは正しいピーク電流レ
ベルを設定し、出力を安定化された状態に保ちます。誤
差アンプの出力が増加すると出力に供給される電流が増
加します。誤差アンプの出力が減少すると供給される電
流が減少します。2番目のチャネルは反転コンバータで
す。基本動作は正チャネルと同じです。SRラッチX2も
発振器の各サイクルの開始点でセットされます。パ
ワー・スイッチQ2はQ1と同時にオンします。Q2がオフ
するタイミングは自己の帰還ループによって決まりま
す。この帰還ループは誤差アンプA3とPWMコンパレー
タA4で構成されています。この負チャネルの基準電圧
はグランドです。

標準的負荷条件でのスイッチング波形を図2に示しま
す。

インダクタの選択
LT3472の昇圧チャネルには22µHのインダクタを推奨し
ます。インバータ・チャネルには22µHまたは47µHのイ
ンダクタを使うことができます。47µHのインダクタは
わずかに大きな電流を供給することができます。
LT3472のほとんどのアプリケーションではサイズを小
さくすることと高い効率が主要な関心事です。1.1MHz
でコア損失とDCR（銅線抵抗）の小さなインダクタが
LT3472のアプリケーションには適しています。この条
件に合ういくつかの小型インダクタを表1に示します。
異なったインダクタの効率の比較を図3に示します。
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アプリケーション情報

表1．推奨インダクタ

Part No. Inductance DCR Current Manufacturer
(µH) (Ω) Rating (mA)

LQH32CN220 22 0.71 250 Murata
LQH32CN470 47 1.3 170 (814) 237-1431
LQH2MCN220 22 2.1 185 www.murata.com
LQH2MCN470 47 5.1 120

D1067FB-220M 22 2.0 270 TOKO
(408) 432-8281
www.tokoam.com

ELJPC220KF 22 4.0 160 Panasonic
(714) 373-7334
www.panasonic.com

CDRH3D16-220 22 0.53 350 Sumida
(847) 956-0666
www.sumida.com

LB2012B220M 22 1.7 75 Taiyo Yuden
LEM2520-220 22 5.5 125 (408) 573-4150

www.t-yuden.com

コンデンサの選択
セラミック・コンデンサはサイズが小さいので、
LT3472のアプリケーションに適しています。X5RとX7R
のタイプのセラミック・コンデンサは、Y5VやZ5Uなど
他のタイプに比べて広い電圧範囲と温度範囲で容量を維
持するので推奨します。ほとんどのLT3472のアプリ
ケーションでは、2.2µFの入力コンデンサと2.2µFの出力
コンデンサで十分です。

表2．推奨セラミック・コンデンサ・メーカー

Manufacturer Phone URL

Taiyo Yuden (408) 573-4150 www.t-yuden.com

Murata (814) 237-1431 www.murata.com

Kemet (408) 986-0424 www.kemet.com

突入電流
LT3472は内蔵ショットキー・ダイオードを使用してい
ます。正チャネルのために電源電圧がVINピンに突然加
わると、VINとVPOSの電圧差によって突入電流が発生
し、入力からインダクタLPと内蔵ショットキー・ダイ
オードDPを通って流れ、出力コンデンサCOPを充電しま
す。インバータ・チャネルの場合、入力からインダクタ
LN1の経路を通って流れ、コンデンサCNFを充電し、内
蔵ショットキー・ダイオードDNを通って戻ってくる同
様の突入電流があります。LT3472に内蔵されている
ショットキー・ダイオードが耐えられる最大電流は1A

です。突入電流のピークが1Aより小さくなるようにイ
ンダクタとコンデンサの値を選択します。ピーク突入電
流は次式から計算できます。

I
V

L
EXP

SIN

r
L

L C
r
L

P
IN=





































=
+

=

– .
•

• – • arctan •

arctan•

.
•

•
–

•

0 6

1 5
2

1
4 2

ω
α
ω

ω
α

ω
α

α

ω

ここで、Lはインダクタンス、rはインダクタの抵抗値、
Cは出力の容量です。DCRの低いインダクタの場合（こ
のアプリケーションでは普通そうなっています）、ピー
ク突入電流は次のように簡略化することができます。
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部品選択のいくつかの場合について、ピーク突入電流を
表3に示します。入力電圧がゆっくり立ち上がる場合、
突入電流について心配する必要がないことに注意してく
ださい。

表3．ピーク突入電流

VIN (V) r (Ω) L (µH) C (µF) IP (A)

5 0.5 22 2.2 0.89

3.6 0.7 22 2.2 0.59

3.6 2.1 22 2.2 0.46

3.6 1.3 47 1 0.32

3.6 0.7 22 1 0.46

外付けダイオードの選択
前述のとおり、LT3472は内蔵ショットキー・ダイオー
ドを使用しています。ほとんどの昇圧アプリケーション
ではショットキー・ダイオードDPで十分です。ただ
し、高電流インバータ・アプリケーションでは、適切に
選択された外付けショットキー・ダイオードをDNと並
列に接続すると効率を改善することができます。外付け
ダイオードの選択では、順方向電圧降下とダイオード容
量の両方を考慮する必要があります。
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図4a．SSPに100nFを接続した場合のVSSP、VPOS、IIN 図4b．SSPを開放した場合のVSSP、VPOS、IIN

図5a．SSNに100nFを接続した場合のVSSN、VNEG、IIN 図5b．SSNを開放した場合のVSSN、VNEG、IIN
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アプリケーション情報

電流定格が高いショットキー・ダイオードほど一般に順
方向電圧降下が低く、容量が大きいので、1.1MHzのス
イッチング周波数で大きなスイッチング損失を生じる可
能性があります。いくつかの推奨ショットキー・ダイ
オードを表4に示します。

表4．推奨ショットキー・ダイオード

Forward Forward Diode
Current Voltage Capacitance

Part No. (mA) Drop (V) (pF) Manufacturer

CMDSH-3 100 0.58 @100mA 7 @ 10V Central Semiconductor
CMDSH2-3 200 0.49 @ 200mA 15 @ 10V (631) 435-1110

www.centralsemi.com

出力電圧の設定
LT3472には各チャネルに精度の高い50k帰還抵抗が備
わっています。各チャネルの出力電圧を設定するのに1
本の抵抗だけが必要です。出力電圧は次式に従って設定
することができます。

V
R

k

V
R

k

POS

NEG

= +








=








1 25 1
1

50

1 25
2

50

. •

– . •

精度を保つには高精度抵抗を使用します（1%抵抗を推奨
します）。

ソフトスタート
LT3472は各チャネルごとに独立したソフトスタート制
御を備えています。図1に示されているように、SSPピ
ンとSSNピンには1.25Vに接続された50k抵抗がそれぞれ
内蔵されています。コンデンサをSSPピンまたはSSNピ
ンからグランドに接続することにより、各出力のランプ
アップを個別にプログラムすることができます。SSPま
たはSSNが開放されているか、または1.25Vより上に引
き上げられていると、対応する出力が急速にランプアッ
プします。ソフトスタートが付いた場合と付かない場合
の昇圧チャネルの波形を図4に示します。

ソフトスタートが付いた場合と付かない場合の負チャネ
ルの波形は図5に示します。

起動シーケンスの制御
LT3472には内部にシーケンス制御回路が備わってお
り、昇圧チャネルの帰還電圧が約1.1Vに達するまで負
チャネルが動作するのを禁じて、2つの出力の和が常に
正になるようにします。
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図7．推奨部品配置

図6．起動シーケンス

VPOS
5V/DIV

VNEG
5V/DIV

VSHDN
5V/DIV

100µs/DIV 3472 FO6

CIN LP

LN1

CNF

LN2
CON

RFBN CFBN
CSSN

CSSP

COP

RFBP
CFBP

3472 F06

アプリケーション情報

このシーケンス制御を図6に示します。

基板レイアウトの検討事項
すべてのスイッチング・レギュレータの場合と同様、
PCB基板のレイアウトと部品配置には細心の注意が必要
です。効率を最大にするため、スイッチの立上り時間と
立下り時間はできるだけ短くします。電磁干渉（EMI）の
問題を防ぐには、高周波数のスイッチング経路の適切な

レイアウトが不可欠です。SWPピンとSWNピンの電圧
信号の立上り時間と立下り時間は数ナノ秒です。SWP
ピンとSWNピンに接続されるすべてのトレースの長さ
と面積をできるだけ小さくし、常にスイッチング・レ
ギュレータの下のグランド・プレーンを使ってプレーン
間の結合を小さく抑えます。推奨部品配置を図7に示し
ます。
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SWP VIN SWN

SSP GND SSN

VPOS

SHDN

FBP

DN

FBN

LT3472

COP
2.2µF

CIN: TAIYO YUDEN JMK107BJ225
COP: TAIYO YUDEN EMK316BJ225
CNF: TAIYO YUDEN EMK212BJ105
CON: TAIYO YUDEN LMK212BJ225
LP: MURATA LQH32CN220
LN1, LN2: MURATA LQH32CN470

CIN
2.2µF

CON
2.2µF

CSSP
100nF

LN2
47µH

CSSN
100nF

RFBP
550k

RFBN
320k

CNF
1µFLP

22µH
LN1

47µH

SHDN

VIN
3V TO 4.2V

VPOS
15V

20mA

VNEG
–8V
50mA

3472 TA02

CFBP, 4.7pF

CFBN
10pF

VPOS
20mV/DIV

IPOS

20µs/DIV 3472 TA04

25mA
15mA

VNEG
10mV/DIV

INEG

50µs/DIV 3472 TA05

–30mA

–20mA

VPOSの負荷ステップに対する応答 VNEGの負荷ステップに対する応答

標準的応用例
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3.00 ±0.10
(4 SIDES)

NOTE:
1. DRAWING TO BE MADE A JEDEC PACKAGE OUTLINE M0-229 VARIATION OF (WEED-2).

CHECK THE LTC WEBSITE DATA SHEET FOR CURRENT STATUS OF VARIATION ASSIGNMENT
2. DRAWING NOT TO SCALE
3. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
4. DIMENSIONS OF EXPOSED PAD ON BOTTOM OF PACKAGE DO NOT INCLUDE 
    MOLD FLASH. MOLD FLASH, IF PRESENT, SHALL NOT EXCEED 0.15mm ON ANY SIDE
5. EXPOSED PAD SHALL BE SOLDER PLATED
6. SHADED AREA IS ONLY A REFERENCE FOR PIN 1 LOCATION ON THE 

TOP AND BOTTOM OF PACKAGE
 

0.38 ± 0.10

BOTTOM VIEW—EXPOSED PAD

1.65 ± 0.10
(2 SIDES)

0.75 ±0.05

R = 0.115
TYP

2.38 ±0.10
(2 SIDES)

15

106

PIN 1
TOP MARK

(SEE NOTE 6)

0.200 REF

0.00 – 0.05

(DD10) DFN 1103

0.25 ± 0.05

2.38 ±0.05
(2 SIDES)

RECOMMENDED SOLDER PAD PITCH AND DIMENSIONS

1.65 ±0.05
(2 SIDES)2.15 ±0.05

0.50
BSC

0.675 ±0.05

3.50 ±0.05

PACKAGE
OUTLINE

0.25 ± 0.05
0.50 BSC

DDパッケージ
10ピン・プラスチックDFN (3mm×3mm)

(Reference LTC DWG # 05-08-1699)

パッケージ寸法

パッケージ
の外形

推奨する半田パッドのピッチと寸法

ピン1の
トップ・

マーキング
（NOTE 6
を参照）

露出パッドの底面

NOTE：
1.図はJEDECパッケージ・アウトラインMO-229のバリエーション（WEED-2）になる
予定。バリエーションの指定の現状についてはLTCのWebサイトのデータシート
を参照

2.図は実寸とは異なる
3.すべての寸法はミリメートル
4.パッケージ底面の露出パッドの寸法にはモールドのバリを含まない。モールドの
バリは（もしあれば）各サイドで0.15mmを超えないこと

5.露出パッドは半田メッキとする
6.網掛けの部分はパッケージのトップとボトムのピン1の位置の参考に過ぎない

リニアテクノロジー・コーポレーションがここで提供する情報は正確かつ信頼できるものと考えておりますが、その使用に関する責務は一切
負いません。また、ここに記載された回路結線と既存特許とのいかなる関連についても一切関知いたしません。なお、日本語の資料はあくまで
も参考資料です。訂正、変更、改版に追従していない場合があります。最終的な確認は必ず最新の英語版データシートでお願いいたします。
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関連製品

製品番号 説明 注釈

LT1611 500mA (ISW)、1.4MHz、高効率マイクロパワー VIN：1.1V～10V、VOUT(MAX) =－34V、IQ = 3mA、 ISD < 1µA、
DC/DCコンバータ ThinSOTパッケージ

LT1615/LT1615-1 300mA/80mA (ISW)、高効率昇圧DC/DCコンバータ VIN：1V～15V、VOUT(MAX) = 34V、IQ = 20µA、ISD < 1µA、
ThinSOTパッケージ

LT1617/LT1617-1 350mA/100mA (ISW)、高効率マイクロパワー反転 VIN：1.2V～15V、VOUT(MAX) =－34V、IQ = 20µA、ISD < 1µA、
DC/DCコンバータ ThinSOTパッケージ

LT1930/LT1930A 1A (ISW)、1.2MHz/2.2MHz、高効率昇圧DC/DC VIN：2.6V～16V、VOUT(MAX) = 34V、IQ = 4.2mA/5.5mA、
コンバータ ISD < 1µA、ThinSOTパッケージ

LT1931/LT1931A 1A (ISW)、1.2MHz/2.2MHz、高効率マイクロパワー VIN：2.6V～16V、VOUT(MAX) =－34V、IQ = 5.8mA、
反転DC/DCコンバータ ISD < 1µA、ThinSOTパッケージ

LT1944/LT1944-1 デュアル出力350mA/100mA (ISW)、 VIN：1.2V～15V、VOUT(MAX) = 34V、IQ = 20µA、ISD < 1µA、
固定オフ時間、高効率昇圧DC/DCコンバータ MS10パッケージ

LT1945(Dual) デュアル出力、昇圧/反転、350mA (ISW)、固定オフ時間、 VIN：1.2V～15V、VOUT(MAX) = ±34V、IQ = 40µA、
高効率昇圧DC/DCコンバータ ISD < 1µA、MS10パッケージ

LT1946/LT1946A 1.5A (ISW)、1.2MHz/2.7MHz、高効率昇圧 VIN：2.45V～16V、VOUT(MAX) = 34V、IQ = 3.2mA、
DC/DCコンバータ ISD < 1µA、MS8パッケージ

LT3461/LT3461A 0.3A (ISW)、反転1.3MHz/3MHz高効率昇圧DC/DC VIN：2.5V～16V、VOUT(MAX) = 38V、IQ = 2.8mA、
コンバータ、内蔵ショットキー・ダイオード付き ISD < 1µA、ThinSOTパッケージ

LT3462/LT3462A 300mA (ISW)、反転1.2MHz/2.7MHz DC/DCコンバータ、 VIN：2.5V～16V、VOUT(MAX) =－38V、IQ = 2.9mA、
内蔵ショットキー・ダイオード付き ISD < 10µA、ThinSOTパッケージ

LT3463/LT3463A デュアル出力、昇圧/反転、250mA (ISW)、固定オフ時間、 VIN：2.3V～15V、VOUT(MAX) = 40V、IQ = 40µA、
高効率昇圧DC/DCコンバータ、内蔵ショットキー・ダイオード付き ISD < 1µA、DFNパッケージ

LT3464 85mA (ISW)、高効率昇圧DC/DCコンバータ、 VIN：2.3V～10V、VOUT(MAX) = 34V、IQ = 25µA、
内蔵ショットキー・ダイオードとPNP切断機能付き ISD < 1µA、ThinSOTパッケージ

LT3467/LT3467A 1.1A、1.3MHz/2.1MHz昇圧DC/DCコンバータ、 VIN：2.4V～16V、VOUT(MAX) = 40V、IQ = 1mA、ISD < 1µA、
内蔵ソフトスタート機能付き ThinSOTパッケージ
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